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심 청  : 

(54)  적 에  루   격  제 는 체  제    시스

본    는 실  에  루  택   체 므  실  내
 트랩  감 시킨다.   루   체시키   택  비  공정처  

챔 에 루  공 원  포 는 단계 ,  공 원, 루  공 원  실  공 원  포
는 공정가스  공정챔  동 는 단계 , 체  에  루  람   갖는 실

 물 , 챔 에   착 는  적절  공정조건  챔 내  착 역  는 

단계  포 다.  실시 에 ,  체  루  택   1㎤에 1x10
20

 내  1x10
21

 
원 들  갖는다. 또 , 실   복  비  전  적 다.

2

술

본  웨  공정처 에 전  적 에  것 , 보다 히 술   적 내에  
감  크  트랩  갖는 실  물  적 는   에  것 다. 본 에 
라 적  실  물 들  복   비  전 에   라 닝  만, 다

에  적 가능 다.

경 술

실  물  적   착(CVD)   체  제조 는  주  공정  
나 다. 러  실  물 들  접  들 에, 실      에, 실
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   폴 실  또는  게 트 조  절연 , 그 고 많  다 에  
는 물  널  다. 실  물  복  에   특정 , 

  MOS 트랜 스 들  제 1   폴 실  게 트/  연결  시킨다. 러  
들  다   조에   에 적  적  문에 비  전  

다.

PMD  실시 가  1에 시  , 것  적   종래 술  집적 (10)  단순
 단 다.  1에는 트랜 스 (14)가 실  (12)  에 제조  다.  트랜 스

(14)는 공 원 역(16), 수 역(18)  게 트 역(20)  포 다.  택트(22)는   
라 (24)  수 역(18)에 연결시키 만,  PMD (26)  실  (12, 택트(22) 제 )  폴 실

 게 트(20)   라 (24)  시킨다.   또 ,   1에는  복  간  전  제  1 
(28)  시  ,     드 물(FOX) 역(30)  (24)  

시킨다.  역(30)  (12) 에 제조  다   트랜 스 (14)  시키  전
적  격 시킨다.

 1에는 PMD  제 1 실  (32)  제 2 보 포스포실 트 라스(BPSG) (34)  포
는 복  다. 실  (32)  승 거나 계단   조물( 들 , 게
트(20)  FOX 역(30))  포 는  적 다.  적 ,  (32)   

포그래 에 , (34)  적  전에  1에 시     탄  또는 
가 루 다.  실  (32)  탄 는 는   포 스트  적
고 포 스트/실   결 물  에 (etchback) 는 것  다.

 (32)  탄 , BPSG (34)   (32)  적 다. BPSG (34)    적
 전에 가  탄 수  다. 다  술들  BPSG (32)  는  수 다. 

들 , BPSG  는  가열 는  동 공정   탄   실시 다. 택
적 , 계적  폴 싱(CMP) 또는 에  술  수  다. 0.5㎛   쳐크  갖는 
제조 에  실시 에 , 실  (34)  에 9000Å  적 만,  3000Å  께  

 에 , BPSG  5000Å  다.

 같  PMD  적 에 ,  물 적 고 전 적   체 제조 들에  결정 는 
 같  특정 역에 는 것  다. 물 적 고 전 적   트랜 스 들  전 적   
 동과 에  조물에   주  문 다. 또 , 물 적 고 전 적   
체  또는 집적  동에   다. 제조  다 드  트랜 스 들  전 적  특
들  조물  전 전   누  전 다. 러  특 들  제조 들   다 , 트랜 스
 /또는 다 드  포 는 집적 는 결  갖게 다.

술  실  (32)  적 는 공   본  원  라 드 티 스에 
 제조  P5000 램 -가열식 CVD 착 챔  트라에틸 실 트(TEOS)  O2  는 

공정가스  동 는 단계  포 다. 러  , 공정가스는 극  루미늄 스
트   CVD 챔  내 , 라 는 스 트에 RF 에너  적 므   놓

   스 트 에 다. 러  태  적 공정에  적 듯 ,  실
  적 는 것 에, 공정가스는 공정챔  내 과 같  역에    착  
킨다. 만 ,   적  제거  는다 , 염물  공 원  다.  염물  

 공정처 단계   웨  복점과 접 게 다.

공    문제들  결  , 챔  내  챔  들    적
료들  제거   n 웨 들(n  적   께에 좌   1 내  8정 다)  공정처

 정규적  정 다.  정   , 니트 겐 트 루 (NF3)  같  루
-  가스는 챔    다  역  적  료  제거(에 ) 는  다. 에 가스는 

챔  내 , 라 는 에 가스가 여 챔  적  료  제거  
다. 러  공정(적  단계  정단계  결 )  집적  여러 태  제조 는  (26)과 같  

PMD  실  (32)  적 는  다.

체  제조 에 , 실   적     갖는 다   개 시키    
술  개 고 다. 게 개  술  는 본  원  라 드 티 에 
 제조  DxZ챔 등  다. 또 , DxZ챔 는 미  특  제 5,558,717 에 술  다.  DxZ챔
는 종래  적  챔 에 비  여러공정에  적   개 다. 그러나,  종래 술  에  

시 는 공정들   에 적절  는다. 들 , 실  (32)  적   술
 공정  DxZ챔 에  시  , 크  트랩  가   적  실   트랩내에  
생 다.  크  트랩  가  수는 들 수 는   제조 는 다니 드  트랜

스  누  전  승시키 , 전 전  강 는  다.

라 ,  적  술  연 적  게  보다   술  다. 

  

본  적   크 내 감   트랩 전  비 는 실   전  적 는 
 개 다. 크  트랩들   내  크  트랩  감 시키는 적  실  과 

시키   적 공정에  적  공 원  첨가시키므  감 다. 택  적  공
원들  크  트랩 감   시키는것  나 다. 러   공 원  여러  공
원들  NF3, C2F6, CF4, F2  같  루   공 원  포 다. 

본   실시 , 1㎤에 1x10
19

 내  3x10
21

 원 들  갖는 루   체시키  
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 택  비  공정처  챔 에 루  공 원  포 는 단계 ,  공 원, 루  공 원 
 실  공 원  포 는 공정가스  공정챔  동 는 단계 , 체  에  루  
람   갖는 실  물 , 챔 에   착 는  적절  공정조건  챔

내  착 역  는 단계  포 다. 러  실시 에 ,   체  루  

람   1㎤에 5x10
19

 내  1x10
21

 원 들  갖는다. 보다 람  실시 , 루   1㎤

에 1x10
20

 내  1x10
21

 원 들  갖는다.

본  다  실시 에 는, 집적  제조  제공 다. 러  실시 에 는, 트랜 스 들  
 에 다. 그 고,    착  전에, 복  전  제 1 실  

 실  공 원,  공 원, 루  공 원  포 는 공정가스   적 다. 공

정가스에 루  공 원  량  1㎤에 1x10
19

 내  3x10
21

 원 들  갖는  적   택 다. 
다 , 복  전  제 2  제 1 에 적 다.  실시 에 , 복  제 2  BPSG

 , 제 1  루  량  1㎤에 5x10
19

 내  1x10
21

 원 들  갖는다. 보다  루

 량  1㎤에 1x10
20

 내  1x10
21

 원 들  갖는다.

본  적  점  보다  수 , 첨   참조 여 본  람  실시
 에 술 다. 

 간단  

 1  비  전  포 는 종래 술  집적  단 .

 2는 본   실시  나타내는 루 챠트.

 3a   3b는 본 에  적   착   실시  수  단 .

 3c   3d는  3a에 시  CVD 챔    시 .

 3e는 나  챔  포 는 티 챔  시스 에 ,  3a   3b  CVD 시스   시스  
니  단순 다 그램.

 3f는 본   실시 에  컴퓨  그램(170), 시스  제  트웨  계 적  제  
조  블  다 그램.

실시

술  같 , 본  전에는  실  과  BPSG (film)  포 는 복  
PMD  적 는 것  술  다.  복  (film)에  실   특정 는 라

가 TEOS  O2  공정가스  는 PECVD 공정  다. 술  같 , 러  술  다

드  트랜 스 에 포 는 다  식  집적  제조 는  공적  다.  집적
 제조 는  ,  공정  집적 에  제조  트랜 스   다 드  누  전   

전 전  특정 역내에 제 가능 게 는  적 다.

그러나, 술  실   착 공정  DxZ챔 에  루 , 다  트랜 스   다 드  포
는 집적  제조  연 적  공정  에  생  다 드  트랜 스  전 전  실
  램  가열식 챔 에  착 는 것  제  거  동  공정  제조  다 드  

트랜 스  전전  보다 당히 낮게 다. 또 , 동  다 드  트랜 스 들  누  전 는 
실   착  램  가열식 챔 에  보다 DxZ챔 에  루 는 경  보다 높게 다. 실
적 , 러  차 는 공정 에 가능  에 것 다.

 문제  원    많  노  나, 실 다. 본  들  램 가열식 
챔 에  착 는 실    루   DxZ챔 에  착 는 실    루

 보다 당히 크다( 들 ,1 ㎤에 1x10
18

 갯수  원 들보다 많  8x10
19

 갯수  원 들)는것  
견 다. , 본  들  램  가열식 챔 에  가  루  공 원  램  가열

식 챔 에   극  루미늄 스 트내에 트랩  루    원 들  것  
견 다. 들 루  들  라  정 공정  에 생  것들 다.

루  원 들  그 에  실   접착 , 원 들  비 적 강  Si-OF  Si-HF
본드 태  접착 고,  본드들   내  비 적 취  Si-H  H-OH 수  본드들  는 
경  다. 러  Si-H  H-OH본드들  트랩  전  공 원   본드  , 것  

  제조 는 각  전 전  감 시킨다. 그래 , 램  가열식 챔 에   실
  들  체 는 가  루  원 들    적 는  들여 수 는 

다수   트랩  전 들  는  다.

 정 단계가 DxZ 챔 에  착 공정내에  다. 당   량  루 가  
착 는  체 만, DxZ 챔 에  천연  미늄 스 트   다공  

여 램  가열식 챔  극  스 트  역보다 2   역  비 다. 
정공정 에 정 라 에 노  는 당히  역과 께, 적  루 가 천연  

루미늄 스 트내에 트랩 , 챔 내 적  실   과 는  가능  당히 
 루  원 들  생 다. 것  내에  보다  루 원 들  Si-H 본드에  능동적
 매달 게 고, 내에 적  높  수  트랩들  게 다. 러  들  고  
(anneal)에 노  문에,  문제들  PMD 에  특히 저 다. 그래 , 동 단계가 간
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 전 또는 정   적 에  는다.

본  들  루  공 원( 들 , 루  정 과 결  극  루미늄 
스 트)들  존  ,  루  량  가시키므   트  전  감 시

키는  개 다.  전  트랩  감 시키는   2에 술  다.  2에 술
 같 , 적  공 원( 들 , 루  공 원)  실   적 (단계 50)   실

시  공정가스  동과 께 챔  착 역(단계 55)에 가 다. , 착 역  단계 60에  
시 는  같  실    적 는  적절  조건  다. 착 역에  루
 공 원  첨가는 루   에 가 다.   (dangling) Si-H  H-OH 

본드  보다 적게 고, 보다 람  Si-OF  Si-HF 본드  수  가시킨다. 술   같 , Si-H 
 H-OH 본드  같   본드들   트랩  공 원에 적  본드들  감 는 트랩  감
 다. 

람  실시 에 , 가  루 는 루   가스, 들  NF3  량(비 적)  실  

 ( 들 , 실    공 원)  적 는  는 공정가스  께 챔  동
므    체 다. 러  공정에  공정가스  동 는 루 량  정 히 제
는 것  다. 만  매  적  루 가 챔  동 , 본  점  루  는
다. , 매  많  루 가 챔  동 , 적   체  루  량  실  

   트랜 스  게 트  또는 접   라  또는 접   누
, 가  BPSG   게 트  다. 다   특 ( 들 , 전 수)  

, 많  루 는 람  는다. 실    전 수는  4.0 내  4.2 가 
적 다. 본  여러 에  적 ,  전 수가 3.9 내  4.2  는 것  람

다. 결 , 본 들    체 는 루  량   ㎤당 1x10
19

 내  3x10
21

원 수 정

 다. 람 게는, 루    ㎤당 5x10
19

 내  1x10
21

원 수 정 , 보다 람

게는,   체  루  량   ㎤당 1x10
20

 내  1x10
21

원 수 정 다.

DxZ 챔 에  천연 미늄 스 트     , 1 ~ 30sccm  NF3,  람 게

는 5 ~ 20 sccm  NF3  동  실    적    정  공정 가스  께 챔

 내 다. 람  공정에 , 1000sccm  O2, 15sccm  NF3,  1000sccm  헤 과 는 

 TEOS  1000mgm가스  포 는 공정가스가 챔  내 다. 챔  는 400℃  정 , 챔
  8.2torr  정  ,  는  스 트   280mil 져  , 

13.56MHz RF는 라    910 트  스 트에 공 는 신 다.

술  공정에 라 적  실   들  1.46  절 스, 1.5%  균  ,  1.0x10
-9

 
dyne/㎠     7550Å/min  적 비  갖는다. 0.5㎛ 쳐(feature) 크  에 여 적

는 PMD에 , 본  실    5000 내  12,000Å  께  적 , 포 스트  
 2000 내  4000Å   에 다.  4,000 내  8,000Å  BPSG  실   

 적 , 복  PMD   동 다.

  택  루 량  체   공정가스에 첨가 는 루  량  다  공정 
물 , 다  공정조건, 다  루  공 원 또는 다  챔 식   다. 들 , 
  DxZ 챔   910 트 13.56MHz RF신 가 라    실시 ,  

30% 다. 크 웨 브  실시 는 다  챔  태가 ,  99% 다. 러  챔
에 , 적  루 가 DxZ 챔 에  보다 게 다. 만  F2가 NF3 신에 루  공 원  

, F2는 는  비 적 쉬  휘  가스  문에 량  게 다.

다  ,  가스   8-   제공 , 라 드 티 에  제
조  DxZ DCVD 챔 (내열  챔 )   다.    체적  갖는 여러 챔 들  실시
는 경 , 다  실시 에  가스가 내 는 비  다. 러  DxZ 착 챔    

에 다. 본  러  챔 에 정 는 것  니라, 극  루미늄 스 트  
갖는 술  램 -가열식 CVD 챔  포 는 다  PECVD 챔 , 극  루미늄 스 트

 갖는 DxZ챔 에  개  실   에 가  적 수 다. 러  경 에, 극  루
미늄  가  루   공 원   문에, 챔  특정 동 는 루  량

 가  감 수 다. 본 들  NF3  1~5sccm정 가  공정에  다.

다  실시 에 , 착 에 택  다  공정  공정가스에 가  는 루  량에  
다. 들 , 정단계  챔  내    실  물, 실  니트 나 드, 또는  
시 닝(seasoning)   루 가 적  실  물  체 는 것  는 스

트  챔  내 트랩  간  루  수 다. 그래 ,  경 에 극  스
트가 거나, 니  비 적 루 가 큰 공 원  라 , 높  루  내비
 는  적절 다.

 챔

 3a   3b는 DxZ 적   착 시스 (110)  수  단 .  CVD 시스 (110)  챔  
(115a)   챔  뚜껑 조 체(115b)  갖는 공 또는 공정처  챔 (115)  포 다.   챔  
(115a)  챔  뚜껑 조 체(115b)들   3c   3d에   시  시  다.

(110)는 공정챔 내 집  가열식 (112) 에 놓  ( 시  )에 공정가스들  
시키는  가스   매니폴드(111)  포 다.  공정 에,  ( 들 ,  체  웨 )  

(112)  (또는 간 볼 ) (112a) 에 다. (12)는 매니폴드(111)에 
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히 접   공정 (  3a   3b에  점  114  시)   /무 - (  3a에 
시 )  제 가능 게 동 수 다. ( 시  )  웨  에 정보  제공 는 

 포 다.

적    가스들    가스 포 스 트(113a)   들(113b)(  10)
  챔 (115)  내 다. 히 술 , 적  공정가스들   매니폴드(111,  3b에  

 140  시 ) , 종래   블 커 (42)   챔  동 ,  (113b)  
 가스 포 스 트(113a)  동 다. 술  같 , 스 트(113)는  

실시 에  천연 루미늄   제조 만, 다  실시 에  극  루미늄 또는  
료들  제조 수  다.

적   공정 가스가 매니폴드에 착  전에 가스 공  라 (108)    시스 (109)  
,   시스 (109)에   매니폴드(111)  다. 적 , 각 공정 가스  

공  라  챔  공정가스  동  수동 또는 동  차단 수 는 다수  전 차단 브(
시  ) , 공 라  과 는 가스 동  정 는 량 제 들( 시  )  포 다. 

 가스가 공정 에 , 다수  전 차단 브들  종래  에  각 가스 공 라 에 
정 다.

(10)에  수  적  공정  열 공정 또는 라   공정  나 수 다. 라  
공정에 , RF 동  공 (144)    가스 포 스 트(113a) 에 전  제공 여 
 스 트(113a)    원  역내 라    공정가스 물  

여 다. (  원  역  적 역  다) 라  는 (112) 에 
는 체 웨  에 람   적 는  다. RF동  공 원(144)  단  또는 

 주 수 RF동  공 수 다.  주 수 RF 동  , RF 동  공 원(144)는 
적  13.56MHz  높  RF  주 수(RF1)   360KHz  낮  RF  주 수(RF2)  동  제공 여 공 
챔 (115)  종   시킨다.

적 공정 에, 라 는 차단 브(124)   (123)  러싸는 챔  (115a)  포 여 
전체 공정챔 (110)ㄹ  가열 다. 라 가  , 고  체는 승  에  챔  

  공정챔  (115a)   순 다. 챔  (115a)  가열 는  는 체들  
 체 식, 들  에틸   또는 -계 열  체  포 다. 러  가열  람
   생 물   감 거나 제거 는 점  다. 또   가열  공정가스가 냉

각 공  에 , 가스  비 동 간 에 공정 챔   , 공정 에 
염 는 공정가스 또는 다  염물  휘  제  제거  시킨다.

 제  포 , 에  적  는 가스 물  물  공 ( 시  )에 
 챔   비워 게 다. 히 술 ,  가스들   역  러싸는  슬 -  

스(116)     넘(117)  다.   슬 (116)  넘(117)
 챔  원  (115a)  (   전  라 닝(119)  포 )   원  챔  

뚜껑(120)    갭에  다. 넘(117)  슬  스(116)  360°원   
 균  웨  균   적   웨  공정가스  균  동  달 는  

다.

 넘(117) ,  가스들   넘(117)   연 (121)  동 여  시각 
포트(122),  연  가스 (123),  공 차단 브(124,  챔  (115a)과 체 ),  

(125)  동 ,   (125)는 전 라 ( 시  )    공 에 
연결 다.

(112, 람 게는 루미늄)  웨   래 (platter)는  동심  원   
  가열  포 는 2  전체 단  루  여 가열 다. 가열  는 

 래  원주에 접 게 만, 내 는  경  갖는 동신  원 에 다. 
가열 에  전  (112)    과 다.

적 , 가스  매니폴드, 스 트  다   드웨 , 챔  라 닝   또는 
는  루미늄 또는 극  미늄과 같  료  제조 다. 들  CVD  는 미 특  제 

5,558,717  “CVD 공정처  챔 ”에 술  다.  미 특 는 본  원  라 드 
티 에  다.

승 매 니   (132)는 가열   조 체(112)   동시키 , 웨  웨  
승 (112b)들  챔 (110)  에    제거  (126)   보트 블 드에  챔

  다. (132)는 (112)  공정처  (114)   웨   
  동시킨다. 챔    가열 시스 , RF 동  공 원(144), 트 틀 브(132), 가스  시

스 , 공 라 (108)에 연결  , 브 또는 제 들(120)   시  제  라 (136)  시
스  제 (134)에    제 다.   제 (134)는     드  
제 (134)  제 에 는  적절히 조절 므 , 트 틀 브   같  동  매
니  조 체   결정 다. 

람  실시 에 ,  시스  제 는 드 스크 드라 브(  138),  스크 드라
브  (137)  포 다.  는 단  보드 컴퓨 (SBC), 날 그  탈 /

 보드, 스 보드  계단   제  보드  포 다. CVD시스  여러 들  보드, 
드 , 연결  수  태  정 는   럽(Versa Modular Europeans, VME) 에 

다.  VME  16-비트 타 스  24-비트 타 스  갖는 스 조  다.

시스  제 (134)는 CVD  든 동  제 다.  시스  제 는 (138)  같  컴
퓨   매체에 저 는 컴퓨  그램  시스  제  트웨  수 다. 람 게 , 
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(138)는 드 스크 드라 브  만 다   수  다. 컴퓨  그램  타
, 가스  물, 챔  , 챔  , RF 동  ,    특정 공정  다  매개 수들
 나타내는 시들  정 다. 물 ,  스크 또는 다  적절  드라 브등  포 는 다  

 에 저 는 다  컴퓨  그램들  제 (134)  동 는  수  다.

  제 (134)  스는 3e에 시  CRT 니 (150a)  라 트(light) (150b)  
과 고,   3e는 나  챔  포 는 티-챔  시스 에  CVD 시스 (110)  시스  
니  단순  다 그랜 다.  니 (150a)들  는  실시 에 , 나가 동
 클  룸  에 착 , 다  나는 술  에 착 다.  니 (150a)들  동시에 

동  정보  스 뿐만 니라 나  라 트 (150b)  수 다. 특정  능 또는 스
크  택  , 동 는 스  스크  정 역  고 (150)   누
다.  역  라 트 라에 라 ,   매뉴 는 스크  라 트 과 스

 스크   전달에  스 다. 물 , 들  제  께 전달  , 키 보
드, 스, 또는 다  포  또는 전달  같  여러 들 라 트 (150b) 신에 또는 라
트 (150b)에 첨가 여 수  다.

  적 는 공정  제 (134)  수 는 컴퓨  그램 제  여 실시 다. 컴퓨  
그램 드는 68000 블  , C, C++, 스 , 포트란등과 같  종래  컴퓨  가능  

 그래   다. 적절  그램 드는 종래  스트 집  여 나  
 또는 다수   들 가 컴퓨   시스 과 같  컴퓨   매체에  저 거나 실

시 다.  드 스트가 높    , 드는 복 게 고, 종 컴 러 드는 
 라 브러  루틴  미  컴 는 적 드에 연결 다. 연결  컴  적 드  수

 ,  시스  는 적 드  러내  컴퓨  시스   드에 시킨다. 
CPU는 그램에  는  수   드  고 수 다.

 3f는 본  실시 에  컴퓨  그램(170)에 는 시스  제  트웨  게 적  
제  조  나타내는 블  다 그램 다. 는 라 트  스  여 CRT 니
에 스  스크  또는 뉴들에 여 스  브 루틴(173)  공정 챔  넘  

 고정 정 넘  다. 스 트들  특정 스  수 는   미  결정  
스 매개 수  트 , 정  트 넘  다. 스  브루틴(173)  람  

공정 챔  , 람  공정  수 는 공정 챔  동 는   람  공정 매개 수  
다. 특정 공정  수 는 공정 매개 수들  공정 가스   량, , , RF동    

저 주 수 RF과 같  라  조건, 냉각 가스 ,  챔    같  공정 조건에  
, 들에게 (recipe)  태  제공 다.  공정 에  특정  매개 수들  라 트 
/CRT 니  스  여 다.

공정  조정 는 신 는 시스  제  날 그   탈  보드에  제공 ,  
공정  제   신 들  CVD 시스 (110)  날 그   탈  보드  다.

스 공정 시 스 브루틴(175)  스  브루틴(173)   스 매개 수  
정  식  공정 챔  수 고, 다  공정 챔   제   그램 드  

비 다. 다수  들  공정 정 넘   공정 챔  넘  엔 (enter) 수 , 람  
가 람  연  공정에  택  공정들  스  동 다. 람 게  시  브루

틴(175)  채   결정   공정 챔  동  조정 는 단계 ,  챔 에  무슨 공
정  수  결정 는 단계 , 수  공정  태  공정 챔    여 람  
공정  수 는 단계  수   그램 드  포 다. 공정 챔  조정 는 종래   
폴 과 같  수 다. 느 공정  수  스 , 시  브루틴(175)  택  공
정   람  공정 조건과 비 는 공정 챔   조건  고 여 계 , 또는 엔 는 특
정  들  나  여 시스  그래 는 스   결정   포 다.

시  브루틴(175)  다 에  수  공정  챔   챔  정에  여  결정 고,  시 스 
브루틴(175)  특정 공정 정 매개 수  과 므  정  공정  챔  매니저 브루틴(177a-c)

에  수 다.  브루틴(177a-c)  시 스 브루틴(175)에  결정  공정 트에 라 
공정 챔 (115)에  다  공정  제 다. 들 ,  챔  매니저 브루틴(177a)  공정 
챔 (115)에  동 는 CVD 공정  스  제   그램 드  비 다. 챔  매니저 

브루틴(177)  택  공정 트  수    챔   동  제 는 다  챔  
 브루틴  실  제 다.  챔   브루틴  는  정 브루틴(180), 공정 가

스 제  브루틴(183),  제  브루틴(185), 히  제  브루틴(187),  라  제  브루
틴(190) 다.   당 들  공정 챔 (115) 내에  수  공정에 라 다  챔  제  브루틴  
포   것 다.  동 에, 챔  매니저 브루틴(177a)  특정 공정 트가 실 에 라 
택적  공정   브루틴  스 거나  청 다.   챔  매니저  브루틴(177a)  공정 
챔 (115)  공정 트가 차 에 실  시퀀  브루틴(175)  는 것과 게 공정 

 브루틴  스 다.  적 , 챔  매니저 브루틴(177a)  다  챔   니  
는 단계, 실  공정 트에  공정 수에 여 동   정 는 단계,  
니  또는 정 단계에 여 챔   브루틴  실  래 는 단계  포 다.

, 특정 챔   브루틴  동   3f  참조 여 술  것 다.   정 
브루틴(180)  (112) 에  적 고, 택적  과 가스 포 매니폴드(111)  
공간  제   챔 (115) 내  정  높    는 챔   제   

그램 드  포 다.   공정 챔 (115) 내  적  , (112)는  수  
 강 , 그 고 나  (112)는 CVD 공정 에 가스 포 매니폴드  제 1 거  또는 간

극에   시키   챔  내  정  높  승 다.   동 에,   정 
브루틴(180)  챔  매니저 브루틴(177a)  전달   높   공정 트 수에 
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여  동  제 다.

공정 가스 제  브루틴(183)  공정 가스 조   량  제   그램 드  갖는다.  공
정 가스 제  브루틴(183)  전 차단 브  개폐  제 고, 또  정  가스 량   

   동 제  승  강시킨다.  공정 가스 제  브루틴(183)  든 챔   브
루틴에  같  챔  매니저 브루틴(177a)에  , 정  가스 량과  챔  매니저 

브루틴 공정 수  수신 다.  적 , 공정 가스 제  브루틴(183)  가스 공  라  
개 고,  복적  (i)    동  제  고,  (ii)   챔  매니저 

브루틴(177a)  수신  정  량과 비 고, 그 고 (iii) 에 라 가스 공  라  
량  조절  동 다.  , 공정 가스 제  브루틴(183)  전 에  가스 

량  정 는 단계 , 그 고 전 조건  탐   전 차단 브  동시키는 단계  포 다.  

 공정에 ,  공정가스가 챔 내   전에 챔 내   정시키  여 헬  또
는 곤과 같   가스가 챔 (115)내  동 다.   공정에 ,  공정 가스 제  
브루틴(183)  챔 내   정시키  여  시간    챔 내   가스  
동시키   단계들  포  그램 , 그  전술   단계들  수 다.  가적 , 
공정 가스가 체 전 체   ,  들  트라에틸 쓰 실 ("TEOS"), 공정 가스 제  

브루틴(183)  포  조 체내  체 전 체  과 는 헬 과 같  전달 가스  포 는 또는 
체 주  시스  헬 과 같   가스  는 단계  포  다.  포 가 

러   공정  여  , 공정 가스 제  브루틴(183)   공정 가스 동   
여 전달 가스  동, 포  ,  포   조절 다.  전술   같 ,  공정 

가스 동  공정 수  공정 가스 제  브루틴(183)  전 다.  , 공정 가스 제  
브루틴(183)  주  공정 가스 동    값  포 는 저  블에 접근  

 공정 가스 동    전달 가스 동 , 포  ,  포     단계
 포 다.   값   , 전달 가스 동 , 포    포  는 감 , 
 값과 비  에 라 조정 다.

 제  브루틴(185)  챔   시스  트 틀 브  개  크  조절  챔 (115)
내   제  여 그램 드  포 다.  트 틀 브  개  크 가 챔    
공정 가스 동, 공정 챔  크 ,   시스    정 에   수  제

 여 정 다.   제  브 루틴(185)  시  ,  수  챔   브루틴(177a)
 수  수 다.   제  브루틴(185)  챔 에 연결   수단 또는  보 적  

 나노미 에 여 챔 (115)내   정 , 정   에 비 ,  에 
는 저   블  PID(비 , 적 ,  미 )값  ,  블   PID 

값에  라  트 틀  브  저정  여  동 다.   택적 ,   제  브루틴(185)  
챔 (115)    조절  여 트 틀 브  특정  개  크  개  또는 폐  

 수 다.

히  제  브루틴(187)  (120)  가열  여 는 가열 닛에 전  제   
그램 드  포 다.  히  제  브루틴(187)  또  챔   브루틴(177a)에 여 시
, , 또는 정  수  수신 , 정   여 가열 닛에 가 는 전 가 

가 또는 감 다.   는 저   블    찾 보거나, 4차 다 식  
여  계  정 전   수 다.  포  루 가 스 (susceptor ; 112)  
가열  여  , 히  제  브루틴(187)   루 에 가  전  램  /다 (ramp 
up/down)  제 다.  점차적  램  /다    수   신  시킨다.  가적

, 빌트-  2  전  드(built-in fail-safe mode)는 공정 전 컴 런스  감 는 것  포
 수 , 공정 챔 (115)가 적절 게 (set up)   경  가열 니트  동  단  

수 다.

라  제  브루틴(190)  챔 (115)에 공정 전극에 적 는 낮  그 고 높  주 수 RF 동  
 정   그램 드  비 다. 그 고, 저 주 수 RF 주 수  실시 다. 술  챔

  브루틴과 게 , 라  제  브루틴(190)  챔  매니저 브 루틴(177a)에  
게 다.

술  는  적  , 전  클  공 (ECR) 라  CVD  같  다  
CVD ,  감  RF 고  라  CVD 등  실시 수  다. 가적 , RF 동  연결  

, RF 동  주 수, 가열  계,  계에  차 에 라 술  실시  다  실시 가 수
수 다. 본   특정 실시   특정 라  여  에 정 는 것  니다. 

Ⅲ. 스트 타

본   나타내  , 본  점에 계  다    적 는 것  실험
다. 러  실험 결과들   블 1에  다.
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                     블 1

루  체 

챔  식 드웨 NF3 동(sccm)

램  가열식 극  스 트 0

DxZ 천연 루미늄 스 트 0

DxZ 극  스 트 0

DxZ 천연 루미늄 스 트 5

DxZ 천연 루미늄 스 트 15

각 실험 에 , 공정 조건( 믈에 적  같 ,  제 )들  술  공정에   값들
 다. 천연 루미늄 스 트가 루  량  는 DxZ 챔  께 , 

공정가스에 량  루  동  첨가 는 것  실험 결과에 히 드러난다.  루  량  
램 식-가열  챔 에  극  루미늄 스 트  적  실    량보다 간 많
다.

본   술  특정 매개 수에  정 는 것  니다.  공정 조건   
 공 원들  본  역  나   수 다. 본 에 라 절연  적

는  다  실시 가 본  술   전문가들에  게 수 다. 
들 , 술  적 조건들  적  적  다. 다     들  수  

, 다  가스 량  비 들  실시 수  , 다  RF  수  다. 또 , TEOS보
다 다  실  공 원들  수  , O2   공 원들  수  다.

다  실시 에 , 실  물  PMD   에  , 복   보다는 단   
다. 또 , 실   술  과    수 , 가 전  

수  다. 만  탄 가 루  는다 ,  1,500Å  께   라 닝  실  
 적 는 것  람 ,  간   BPSG  적 다.  BPSG   

탄  공정에  동 , 연 여 CMP공정     가  탄 게 다.

다  실시 에 , 루   공 원들  내 , 실   내  물 트랩  감 시킨
다. 물 트랩  전 들  공 원, 들   Si-H  H-OH 본드들  감 시키   공정 

과 는 공 원들만   다. 그래 , 브룸 또는 염  같  다  겐 원  공
원들  , 비 적 큰 N2O  동 동에  내가   본드들  감 시킨다. 실  

  적 에, 적 역    공 원  적  역  동시키  고 적  공
원  내 수 다. 들 ,  실시 에 , 챔  내 적 는 시 닝   량  루

 또는 다  적절   체시킬수 다. ,  실   적 에 시 닝 내
  루 는 적   내  루  람  량  체   적  가스  

다.  실시 에 , 루 는 시 닝 ( 들 , 실    공 원)  적 는  는 다
 가스  께, 챔  루 -  가스  동시키므  시 민  체 다. 또 , 다
 실 ,   루  공 원들  술  체 공 원  수 다. 들 ,여러 

들 에 CF4, C2F6, C3F8, SiF4, F2등  에 첨가 는 가  루  공 원  수 다. 물  

본  역내에  다  것  수  다. 라 , 본  첨  청 에  정
다.

(57) 청  

청  1 

 공정 챔  적 역에     적 는 에 ,

(a) 실     공정가스  적 역  동시키는 단계 ,

(b)  공정가스  실    적 는  적절  공정 조건   적 역  는 단
계 ,

(c)  (b)단계 에,  내  크  트랩  감 시키   실   과 
 공정가스에 적   공 원  첨가 는 단계  는 것  특징  는 .

청  2 

제 1 에 ,   공 원  공정가스  께 적 역  동 는 루   공
원  는 것  특징  는 .

청  3 

제 2 에 ,  루   공 원  적 역  동 는 비  1㎤에 5x10
19

 내  

1x10
21

 원 들  갖는 루  실   체  택 는 것  특징  는 .
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청  4 

실   에  루  택   체 므 , 적 역에   실  
 적 는 동 에 실  내   트랩  감 시키는 에 ,

(a) 1㎤에 1x10
19

 내  3x10
21

 원 들  갖는 루  택  에 라 택  비  루  공
원  적 역에 포 는 단계 , 

(b)  공 원, 루  공 원  실  공 원  포 는 공정가스  적 역  동시키는 
단계 , 

(c)  과 체  루   택   갖는 실  물    적 는  
적절  공정조건  적  역  는 단계  는 것  특징  는 .

청  5 

제 4 에 , 루   택   1㎤에 1x10
20

 내  1x10
21

 원 들  갖는 것  특징
 는 .

청  6 

제 4 에 ,  실    라  에  적 ,  실  공 원  
트라에틸 실 트  는 것  특징  는 .

청  7 

제 4 에 ,  실   다수  트랜 스  는 집적  제조 는 에 복  
비  전   적 ,  실   적  가 나  트랜 스
 누  전   전전  결정 는 것  특징  는 .

청  8 

제 4 에 ,  공정가스는 루 -  공 원  1~30sccm  동 는 것  특징  
는 .

청  9 

제 6 에 ,  실   복  전  제 1  것  특징  는 . 

청  10 

집적  제조 는 에 ,

(a) 트랜 스 들   에 는 단계 ,

(b)  (a)단계 에, 그 고     착  전에, 실  공 원,  공
원, 루  공 원  포 는 공정가스  에 복  전  제 1  적 는 단계 ,

(c)  (b)단계 , 복  전  제 2  적 는 단계  는 것  특징  는 . 

청  11 

제 10 에 ,  집적 는 다수  트랜 스  , 제 1  특  나  트랜
스 들  전전   누  전  적   결정 는 것  특징  는 . 

청  12 

제 10 에 ,  실  공 원  트라에틸 실 트  는 것  특징  는 
.

청  13 

제 12 에 ,   공 원  러  물(NF3)  그룹  택 는 것  특징

 는 . 

청  14 

제 12 에 ,  루  공 원  니트 겐 트 루  는 것  특징  는 
.

청  15 

제 14 에 ,  루  공 원   1 ~ 30sccm  적 역  동 는 것  특징  
는 .

청  16 

제 14 에 ,  루  공 원   5 ~ 20sccm  적 역  동 는 것  특징  
는 .
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청  17 

제 15 에 ,  복  제 2  보 포스포실 트 라스  는 것  특징  
는 .

청  18 

제 10 에 ,  제 1  루  량  1㎤에 1x10
20

 내  1x10
21

 원 들  갖는 것  특징
 는 .

청  19 

집적  제조 는 에 ,

(a) 트랜 스 들   에 는 단계 ,

(b)  (a)단계 에, 그 고     적  전에,  에 복  전
 제 1  적   트라에틸 실 트,  공 원  루  공 원  포 는 

공정가스  라  는 단계 ,

(c)   (b)단계 ,  제 1   포 스트  적 고,  제 1   2,000 내  
4,000Å 께  루  포 스트   제 1  에 는 단계 ,

(d)  (c)단계 , 보 포스포실 트 라스  는 복  전  제 2  제 1  적
는 단계  ,

 (b)단계에 ,  공정가스는 1㎤에 5x10
19

 내  1x10
21

 원 들  갖는 루   제 1
 체시키   루  공 원  택  량  ,  제 1   5,000 내  12,000Å 
께  적 는 것  특징  는 . 

청  20 

 공정처  시스 에 ,

공 챔  는 징과,

  공정처 에  , 징내에   ,

    적   공챔  공정가스  내 는 가스 시스 과,

 가스 시스  제 는 제 ,

적   착  시스   시 는 컴퓨  가능  그램  갖는 컴퓨  
가능  매체  비 는  제  연결 는  , 

 컴퓨  가능  그램   에   실    적  , 
실  공 원, 공 원, 루  공 원  포 는 공정가스  공챔  내  가스 

시스  제 는 시  비 ,  시는 1㎤에 1x10
19

 내  3x10
21

 원 들   적  에 
 택  제 1비  챔  루   공 원  내 는 것  특징  는 시스

.

    1
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